DIAGRAM PRZEDSTAWIAJACY PROCEDURE CHARAKTERYSTYKI ROZNYCH
MATERIALOW 2D PRZY UZYCIU TECHNIK MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ
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TABELA ZALECANYCH USTAWIEN MIKROSKOPU DLA POMIAROW HRTEM
ROZNYCH GRUP MATERIALOW DWUWYMIAROWYCH

DICHALKOGENKI

0,3-0,35 (odczyt z

Aberracje wyiszego rzedu

METALI
- <1pum
PRZEJSCIOWYCH: 60kV | ;m"gc:mma?ra) 1500 A:.SOO 2-3s Rl
MoSe, MosS, MoTe, ,25 — 'EET;)(O czyt z e/A’s Aberracje nizszego rzedu
WSe, WS,, ReS, <50 nm
MONOCHALKOGENKI Aberracje wyiszego rzedu < 500 nm
METALL: 300 kv nie wymagane <1500 e/A%s 0,5-1s 1€ WyZszego rzq
Aberracje nizszego rzedu < 20 nm
GeS, GeSe
Przy 80 kV: nie
wymagane, Dla 80 kV:
s0kv Pray 60 kv: P Aburrac ntszage oy < 40 e
- 2 -
GRAFEN 60 kV 0,3-0,35 (odczyt z > 1500 e/A2s 1-2s Dla 60 KV:
monochromatora) . ;
Aberracje wyiszego rzedu < 1 pm
0,25-0,3 eV Aberracje niizszego rzedu < 50 nm
(odczyt z EELS) ) go rzg
TLENEK MIEDZI (1) 300 kV nie wymagane <1000 e/A%s 3-5s Aberracje wyZszego rzedu < 500 nm

Aberracje nizszego rzedu < 20 nm




